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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Удосконалення електрофізичних властивостей матрично-нанодисперсних композитів для інтегральних
схем та сонячних батарей

Назва роботи англійською:
Improvement of physical properties of nano- dispersion composition for the integrated circuits and sun batteries.

Реферат українською:
Визначено особливості фізичних механізмів електропровідності гетерогенних нанокомпозитів "скло-RuO2,
Bi2Ru2O7, Pb2Ru2O6, Ag-Pd, Sn-Pb" в термінах теорії узагальненої провідності. Розроблено нові склади і
режими виготовлення паст для створення товстоплівкових елементів інтегральних схем та сонячних
батарей. Методи стабілізацї електрофізичних параметрів та зниження деградаційних процесів в
товстоплівкових елементах.

Реферат англійською:
Physical mechanisms of conductivity of the nanosistem of "glass - RuO2, Bi2Ru2O7, Pb2Ru2O6, Ag-Pd, Sn-Pb" in
terms of theory of generalized conductivity. New compositions and modes of making pastes for creation of
elements of integrated circuits and sun batteries are developed. Methods of stabilization of electrophysical
parameters and decline of degradation in the thick tapes.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Механізми структурно-фазових перетворень в гетерогенних нано-
композитах для провідникових і резистивних елементів. Нові склади і режими виготовлення паст для
створення товстоплівкових елементів інтегральних схем та сонячних батарей.

Назва НТП англійською: Mechanisms of structural-phase transformations in hetero nano- systems for
conductor and resistance layers. New compositions and modes of making pastes for creation of elements of
integrated circuits and sun batteries.

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування: 73.10.1

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Обгрунтовано фізико-хімічні механізми структурно-фазових перетворень в гетерофазних
системах "скло - RuO2, Bi2Ru2O7, Pb2Ru2O6, Ag-Pd, Sn-Pb". Розроблено і удосконалено режими і склади
виготовлення паст для товстоплівкових резистивних, провідникових, діелектричних та контактних елементів
ГІС і сонячних батарей..

Соціально-економічна спрямованість НТП:
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Практична реалізація НТП
Початок етапу: -
Закінчення етапу:

Споживачі продукції: -
Перспективні ринки: -
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 500

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 0
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація: за договіром
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